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1. はじめに 我々は、有機金属気相エピタキシャル(OMVPE)法により Eu 添加 GaN の作製に成功

し、GaN 系赤色 LED の室温動作を世界に先駆けて実現した[1]。GaN 系赤色 LED の実用化に向け

て、現状の数十W の光出力を mW 程度まで増大させることが課題となる。前回我々は、選択成

長により{2-201}面に堆積した Eu 添加 GaN において、SiO2マスクが GaN により完全に被覆され

ていない場合は大半の Eu は二価、完全に被覆された場合は三価で取り込まれることを明らかにし

た[2]。今回は、成長温度の異なる選択成長 Eu 添加 GaN に対し蛍光 XAFS 測定を行い Eu イオン

周辺の局所構造を評価することで、発光強度と Eu イオンの添加サイトおよびその周辺局所構造の

関係を調べたので報告する。 

2. 実験方法 本実験では、OMVPE 法により(0001)サファイア上に無添加 GaN 層、選択成長 GaN、

GaN:Eu の順で積層した[2]。選択成長のマスク材料には SiO2 を用い、ストライプパターンを形成

した。マスク幅と窓幅はそれぞれ 5m とし、ストライプの方向

は無添加 GaN 層に対して<11-20>方向とした。XAFS 測定は

SPring-8 BL14B2 にて行い、いずれの試料も蛍光法にて測定した。 

3. 結果 図 1 に完全被覆試料における GaN 上に成長温度を変え

て作製した GaN:Eu 試料の Eu LIII吸収端の動径構造関数を示す。

いずれの試料も 1.8Å付近と 3.0Å付近にピークが現れており、こ

れまでに測定した EuがGaサイトを置換した GaN:Euのスペクト

ルと類似する[3]。図 2 に、フィッティングから得られた第二近

接 Eu-Ga ピークにおける Debye-Waller 因子の成長温度依存性を

示す。いずれの試料も Eu が Ga サイトを置換したモデルでよく

フィットした。フィッティングの結果から、成長温度が低くなる

に従って、Debye-Waller 因子はわずかに増加するものの、その変

化は誤差範囲内であることから、PL 強度の低下の原因が構造の

乱れに起因するかどうかについては明らかになっていない。CL

測定では、(0001)面にて観察される対称性の良い Eu の発光ピー

クが、側面の{2-201}面において弱くなるものの、(0001)面が広く

なるため、Eu 周辺局所構造の乱れを示す Debye-Waller 因子に顕

著な違いとして現れなかったと考えられる。 
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図 1  成長温度を変化させた選択

成長GaN上 Eu添加GaNにおける

Eu LIII吸収端の動径構造関数 

 

図 2  フィッティングから得られ

た 第 二 近 接 ピ ー ク に お け る

Debye-Waller 因子の成長温度依存

性
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